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微傾斜 GaAs (110) 面上に GaAs， AIGaAs 層を分子線エピタキシャル成長 (MBE) すると， ある成長条件下で


















量子細線形成の際の成長温度を変える 2 段階成長法を提案した。この成長法により作製した量子細線の PL 発光ピー
クはかなり先鋭化していることがわかった。この手法が量子細線均一化に有効であることが実証された。
第 7 章では，本論文の結果を総括した。




分子線成長法で，微傾斜 GaAs (1 10) 面上に GaAs， AIGaAs をある成長条件下で成長すると巨大ステップが形成
される。この巨大ステッフ。を持つ面上に AIGaAs を成長するとステップ端で AIAs 組成が小さくなり， GaAs を成長
すると膜厚が厚くなる O 本論文は， この現象を用いて形成した量子細線の構造解析，光学的特性および不均一性の改
善に関する研究成果をまとめたもので全 7 章から構成される D
第 1 章では，序論として本研究の背景と目的について述べている。第 2 章では，本研究で用いた結晶成長装置，及
び結晶評価装置について解説している。第 3 章では，原子間力顕微鏡観察により，結晶表面形態と成長温度の関係を
明らかにしている。
第 4 章では，透過電子顕微鏡により，量子細線の構造解析を行い， 巨大ステップ端で AIAs 組成が小さくなり，
GaAs 膜厚が厚くなり，量子細線構造が形成されていることを確認している。







線の PL の半値幅が狭く， この手法が量子細線均一化に有効であることを実証している。
第 7 章では，本論文の結果を総括している。
これ等の研究結果は微傾斜面上での AIGaAs 量子細線の自然形成過程およびその光学的性質に関して多くの知見
を与え，半導体物性に大きな貢献をするものである o よって，本論文は博士(工学)論文として，十分価値あるもの
と認める。
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